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はじめに 4oオフ{0001}面上 4H-AlxSi1-xC CVDにおけるAlCモル比 xは，Si面上の 3.75×10-6 (C/Si

比 = 1)～3.54×10-5 (C/Si 比 = 6)に対して，C面上で 2.06×10-6 (C/Si 比 = 1)～3.54×10-6 (C/Si比 = 

6)と低い[1]。この原因を x の相違が 1桁と大きくなる C/Si 比 = 6 の場合について，i面 (i = Si, C)

上ステップ端近傍における Al表面濃度 nAlo
iの差から検討したので，報告する。 

解析 簡単のためステップ端偏析[2]は考慮せず， i 面上ステップ端に流入する Si 表面拡散フラッ

クス JSi
iに対する Al表面拡散フラックス JAl

iの比により，xが決定すると考える。平均ステップ間

隔 λo
iの 1/2 に比較して，Si の表面拡散距離が十分長いと仮定すると，λo

Si = 14. 5 nm，λo
C = 3.6 nm

であるので[3]，成長速度 1.3 μm/h [1]時に JSi
Si = 1.26×109 cm-1s-1，JSi

C = 3.13×108 cm-1s-1となる[4]。

よって，JAl
Si = xSi JSi

Si = 4.48×104 cm-1s-1，JAl
C = xC JSi

C = 1.11×103 cm-1s-1と求められる。一方，BCF

理論から JAl
iは， Alの入射フラックス(Yamamoto らの実験[1]では 3.81×1011 cm-2s-1 [5]) FAl，表面

拡散距離 λAl
i，平均滞在時間 τAl

iを用いて，次式で与えられる[4]。 

JAl
i = λAl

i [FAl−(nAlo
i/τAl

i)] tanh(λo
i/2λAl

i).                       (1) 

1550℃における λAl
Siは 2 nm以下[5]と推定されていることから λAl

C ≈ λAl
Si ≈ 2 nmを仮定し，さら

に τAl
Si ≈ τAl

C (≡ τAl)を仮定して式(1)を用いることにより，nAlo
C / nAlo

Si = 2.4 を得た。 

考察 Al表面濃度が懸垂線状となる Si面[Fig. 1(a)]と異なり、λAl
C < λo

C/2を満足する C面では Al

表面濃度が放物線状となる結果[Fig. 1(b)]，C面上全ての Al が表面拡散する。しかし，nAlo
C > nAlo

Si

であることから，JAl
C < JAl

Siとなる。nAlo
C > nAlo

Siとなる原因として，ステップ端近傍の Al がキン

クで結晶に取込まれるまでの時間が，Si 面上に比較して C面上で長い可能性が考えられる。 
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